
반도체재료 생산 대폭 증가
일본, 94년31% 증가3 4 8억엔 … 휴대전화용호조

일본의G a A s (갈륨비소) 등화합물 반도체재료의9 4년 출하액이31.0% 대폭증가한것으로 드러났다. 

상반기에 23.0% 증가한 1 6 0억엔을 달성한 출하액은 하반기에 들어서 빠른 속도로 확대, 187억엔으로

39.0% 증가한것으로알려졌다. 

특히 G a A s는 휴대용전화용 M M I C, 반도체레이저( L D )용의 신장으로 하반기에 51% 증가한 9 0억엔

을 기록했다. GaP (갈륨인)은29% 증가한8 5억엔으로 나타났다. 

과거최대의신장률을보인G a A s는 이동체통신용 디바이스의호조에따라 1 6 1억엔을 기록, 39% 큰폭

증가한것으로 알려졌다. 

G a P은 L E D (발광다이오드)용이여전히활황세를지속, 25% 증가한1 6 4억엔을나타냈다. 

또한 I n P (인듐인)은 주용도인 광통신용 등이 격증, 51% 증가한1 8억엔을 확보, 인듐·안티몬등 기타

타결정을포함, 31% 증가한3 4억엔으로과거최고를기록했다.

<화학저널1 9 9 5 / 6 / 2 6 >

일본의 화합물 반도체재료 출하현황 (단위 : 100만엔, %)
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